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でその効果を明らかにした。また応用分野の多様化に対処するため ダイナミック MOS RAM のリ
フレッシュ機能をオンチップ化する検討を行った。
第 4 章では，基板電圧発生回路を内蔵したダイナミック MOS RAM は，ピット線およびデコーダ
線の充放電により，その基板電圧が大きく変動するが，その変動がダイナミック MOS RAM の動作
に与える影響を定量化すると共に その改善策を提案し，その効果について実験的に確認し，動作機
構を解明した。








第 6 章では第 2 章，第 3 章，第 4 章および第 5 章の研究成果を高性能大容量64 k ピット ダイナミ
ック MOS RAM に応用しその工学的応用効果の高いことを実証した。
論文の審査結果の要旨









しい高性能昇圧回路の採用により補償した。また ダイナミック RAM に不可欠であるメモリ電荷の
リフレッシュ回路を同一チップ上に設けるように工夫し，実用性を大幅に向上させた。また，高集積
化に伴い各回路上での充放電が基板電圧の変動をもたらし，これがメモリセルの信号電荷量に影響を
及ぼすことを明らかにした。そして，その対策としてチップ上に平滑コンデンサを形成することによ
りその影響を除去することに成功した。
次にパッケージなどから放射される α 粒子によって引き起されるソフトエラーについてその対策を
研究している。メモリセルの微細化によりその蓄積電荷量が減少し， α 粒子の影響を受け易くなるの
で，その対策としてシリコン酸化膜による容量の他に PN 接合容量を並列に付加する構造を考案し，
メモリセルの寸法を大きくすることなく蓄積電荷量を増大することに成功した。また，ピット線をポ
リシリコンにすることにより α 粒子により発生した少数キャリヤがピット線に収集される割合を低下
させた。なお， α 粒子を吸収させるためチップ表面にポリイミド樹脂膜が被覆されるが，このポリイ
ミド膜の α 粒子吸収特性を測定し，設計資料を求めている。
このように本論文は， LSI の高集積化に伴って生ずる種々の問題点を分析し，その解決のため多く
の創意に富んだ技術開発を行った成果をまとめたもので，関連分野に与えた技術的インパクトは大き
く，学位論文として価値あるものと認める。
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